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【背景と目的】SiC-MOSFET における低オン抵抗化の観点から、トレンチゲート型 MOSFET の実

現が望まれるが、チャネル移動度の向上が課題となっている。これまで、チャネルとなるトレン

チ側壁の面方位とドレイン電流および移動度の関係[1,2]や、トレンチを形成する SiC 基板のオフ

角とチャネル移動度の相関[3,4]について報告がなされている。本研究では、トレンチ形状に起因

した SiO2/SiC の界面準位密度に着目し、移動度を解析した。 
【実験】さまざまなテーパー角を有したトレンチ MOSFET の TEG を試作し、評価を行った。ゲ

ート酸化膜として堆積膜を用い、POA 処理として窒化処理を行った。また、VG-ID 特性から界面

準位密度(Dit)とチャネル実効移動度(µeff)を取得した。さらに、トレンチ形状を断面 TEM 観察によ

り評価した。 
【結果と考察】作製したトレンチ MOSFET の構造とその VG-ID 特性を図 1 に示す。トレンチテー

パー角が大きくなるほど、サブスレッショルドスロープ（SS）が急峻になっていることがわかる。

テーパー角が大きくなることで、トレンチ側壁の SiC 表面に存在するステップ数が減少し、ステ

ップ端に現れるダングリングボンドが減少するため、Dit が低減され SS が急峻になっていると推

察される。図 2 は、SS から計算した Dit と、µeffの関係をプロットした結果である。Ditとµeffには

負の相関関係があり、面方位依存性は見られなかった。トレンチ形状に起因した Dit が小さくなる

ことでクーロン散乱が抑制され、µeffが向上していると考えられる。 
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 図 1 VG-ID 特性のトレンチテーパー角依存性 図 2 界面準位密度と移動度の関係 
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